Cw. 14 EFEKT PIEZOREZYSTYWNY W REZYSTORACH GRUBOWARSTWOWY CH

CEL CWICZENIA

Pomiary  wspofczynnika  czudoi  odksztatceniowej w  rezystorach
grubowarstwowych. Wyznaczenie charakterystyki zmiamystancji w zalenosci od
odksztalcenia oraz okilenie przydatnéci metrologicznej badanych elementéw na
podstawie wyznaczonych parametréw.

PRZEBIEG CWICZENIA

Grupa otrzymuje prohkktestows z cermetowym rezystorem grubowarstwowym
wytworzonym na podias alundowym. Nalgy zidentyfikowa, ktore z kontaktow
elektrycznych na probce testowej pozwalap obserwaejefektu podtunego, a ktore
poprzecznego. Pomiary wykohalla obu rodzajow efektu i wyznaczydla nich
odpowiednie parametry.

1. Zapoznanie si ze stanowiskiem do pomiaru wspoiczynnika cgcito
odksztatceniowej GF.

2. Wykona pomiary zmian rezystancji w funkcji ugia P
probki. Pomiary realizowaprzy uggciach zmienigicych — ——pyff
sic co 0,1 mm.Uwaga: Maksymalne ugiecie (f) nie '
powinno przekroczy¢ 0,8 mm.

Wyniki nalezy zamigci¢ w Tabeli 13.1.

Wartds¢ € dla pomiaru 2-punktowego naleobliczy¢
z zalenaosci:
t(L —
e =150 g
gdzie: t - grubé&c plytki N

SIS

3. Wykrsili¢ charakterysty&k AR/Ry, = f(¢) z zaznaczeniem histerezy i odchytek

liniowosci. Wyznaczy nastpujace parametry piezorezystorow:

a) wspoiczynnik GF,

b) maksymala nieliniowasé,

c) maksymala histeree,

d) powtarzalnéx.
Poréwn& wyznaczone parametry dla efektu poprzecznego tuppnedgo. Ocerdi
przydatnd¢ metrologiczig badanych piezorezystoréw.

LITERATURA:
1. A. Dziedzic, i.in., Technika grubowarstwowa i jgstosowania, Wroctaw 1998
2. L. Golonka, Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroetekice, Wroctaw 2001



Tabela 13.1

Oznaczenie rezystora (ksztait):

kierunek napgzenia:

kierunek napgzenia:

X= Rg = X=
f (mm) R ARIRy GF f (mm) AR/Rq GF
0,0 0,0
0,1 0,1
0,2 0,2
0,3 0,3
0,4 0,4
0,E 0,k
0,6 0,6
0,7 0,7
0,8 0,
0,7 0,7
0,6 0,6
0,E 0,k
0,4 0,4
0,3 0,3
0,2 0,2
0,1 0,1
0,0 0,0
-0,1 -0,1
-0,2 -0,2
-0,3 -0,3
-0,4 -0,4
-0, -0,E
-0,€ -0,€
-0,7 -0,7
-0,€ -0,8
-0,7 -0,7
-0,€ -0,€
-0, -0,E
-0,4 -0,4
-0,3 -0,3
-0,2 -0,2
-0,1 -0,1
0,0 0,0




